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Priifungsantrag gem. 3 44 PatG ist gestellt 

@ Verfahren zur Herstellung von Sensoren sowie Waferstapel 

@ Es wird ein Waferstapel mit in Kavernen hermetisch 

dicht eingeschlossenen Sensorelementen und ein Verfah- 

ren zur Herstellung von Sensoren vorgeschlagen, das 

eine Verkleinerung der nach einem Zersagen des Wafer- 

stapelsentstehenden Sensoren ermoglichtsowiezu einer 

erheblichen Chipflachenersparnis bei Herstellung des 

Waferstapels fiihrt. Der Waferstapel umfaBt dabei zwi- 

schen den einzelnen Sensorelementen angeordnete Ver- 

bindungsstreifen, wobei die Vereinzelung des Wafersta- 
pels zu Sensoren durch Sagen mitten durch die Verbin- 

dungsstreifen erfolgt. 
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Stand der Technik 

Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zur Herstel- 
lung von Sensoren bzw. von einem Wafers tapel nach der 
Gattung der unabhangigen Anspriiche. Aus der Druckschrift 
US 5,323,051 ist schori ein Waferstapel bekannt, bei dem 
zwischen einem Substratwafer und einem Kappenwafer Se- 
alglasstreifen angeordnet sind, die mindestens eine auf dem 
Substratwafer aufgebrachte Anordnung hermetisch dicht 
versiegeln. 

Vorteile der Erfindung 



Das erfindungsgemaBe Verfahren bzw. der erfindungsge- 
maBe Waferstapel mit den kennzeichnenden Merkmalen der 
unabhangigen Anspriiche hat demgegeniiber den Vorteil ei- 
nes reduzierten Flachenaufwandes. Durch eine geschickte 
Anordnung eines Verbindungsmediums und durch eine ge- 20 
eignete Wahl einer Ritzgrabenbreite konnen mehr Sensor- 
elemente pro Waferfiache untergebracht werden. Das fuhrt 
zu einer Chipflachenerspamis einerseits und zu kleineren 
Sensoren andererseits, die wiederum in der jeweiligen An- 
wendung weniger Platz beanspruchen. 

Durch die in den abhangigen Anspruchen aufgefuhrten 
MaBnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbes- 
serungen des in den unabhangigen Anspruchen angegebe- 
nen Verfahrens bzw. Waferstapels moglich. 

In einem Zweischrittsageprozefi konnen die Sensorele- 
mente auf elektrische Funktionsfahigkeit und/oder Dichtheit 
gepriift werden, solange sie noch auf dem Waferstapel ver- 
eint sind, aber schon der mechanischen Belastung durch den 
Sagevorgang ausgesetzt gewesen sind. Dies erlaubt ein Aus- 
sortieren eventuell beim SageprozeB beschadigter Sensoren. 

Vor der Priifung auf elektrische Funktionsfahigkeit und/ 
oder Dichtheit kann ein Ausheilschritt eingefiigt werden, 
der einerseits zu einer erhohten Chipausbeute und anderer- 
seits zu einer erhohten Sicherheit in dem Nachweis bescha- 
digter Sensoren fuhrt. 

Erfolgt eine Anordnung der Sensorelemente auf dem 
Substratwafer zu Paaren, insbesondere zu seitlich versetzten 
Paaren, so konnen gegeniiber einem Waferstapel mit zwei 
streifenformigen Anordnungen des Verbindungsmediums 



dem Kappenwafer ist der Vorteil des erhohten Sicherheits- 
abstands insbesondere bei der Gefahr eines Anklebens der 
Sensorelemente an den Kappenwafer aufgrund elektrostati- 
scher Anziehungskrafte bzw. Adhasionskrafte bedeutsam: 
5 Die Stege dienen zusatzlich beim Verkappen als FluBbar- 
riere fur das Verbindungsmedium, insbesondere fur Sealglas 
als Verbindungsmedium. 

Zeichnung 

10 

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeich- 
nung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung na- 
her erlautert. Es zeigen Fig. 1 ein Verfahren zur Herstellung 
von Sensoren, Fig. 2 einen Waferstapel mit zwei Verbin- 
15 dungsstreifen zwischen benachbarten Sensorelementen, 
Fig. 3 einen Waferstapel mit nur einem Verbindungsstreifen 
zwischen zwei unmittelbar benachbarten Sensorelementen, 
Fig. 4 eine iibliche und eine gespiegelte Sensorelementan- 
ordnung. 



Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele 



Fig. 1 zeigt ein Verfahren zur Herstellung von Sensoren. 
Dabei sind ein Substratwafer 1 und ein Kappenwafer 3 in ei- 
25 ner seitlichen Querschnittsansicht dargestellt. In dem Sub- 
stratwafer 1 werden Sensorelemente 2 eingebracht (Fig. la) 
und mit Kontaktierungen (nicht eingezeichnet) versehen. 
Ein Kappenwafer 3 wird hergestellt, der Stege 4 und Kon- 
taktierlocher 9 aufweist. Die Stege 4 sind in der Fig. 1 a nur 
30 mit ihrem Querschnitt ersichtlich; sie erstrecken sich langs 
und-quer zum gezeigten Querschnitt entsprechend der An- 
ordnung der Sensorelemente auf dem Substratwafer, um 
nach einem sparer folgenden Verfahrensschritt die einzelnen 
Sensorelemente 2 entlang jeweils einer geschlossenen Linie 
35 zur Bildung eines hermetisch abgeschlossenen Hohlraums 
zu umgeben. Die in den Kappenwafer eingebrachten Kon- 
taktierlocher 9 sind entsprechend der auf dem Substratwafer 
gewahlten Anordnung der Kontaktierungen angeordnet: 
Nach Aufbringung des Kappenwafers auf den Substratwafer 
40 sollen die Kontaktierlocher die Zuganglichkeit zu den Kon- 
taktierungen der Sensorelemente durch den Kappenwafer 
hindurch gewahrleisten, beispielsweise um iiber einfuhrbare 
MeBspitzen die Funktionstuchtigkeit der Sensorelemente 
iiberprufen zu konnen bzw. um iiber nachtraglich an den 



zwischen den einzelnen Sensorelementen bis zu 60% mehr 45 Kontaktierungen anbringbare Bonddrahte die Sensoren mit 

Sensoren pro Waferstapel untergebracht werden, ohne die elektrischen Schaltungen zu verbinden. 

fur die Verbindungsstreifen erforderlichen Siebdruckstruk- In Fig. lb ist gezeigt, wie auf die Stege 4 des Kappenwa- 

turbreiten verschmalern zu miissen. Das ist eine unerwartet fers 3 Verbindungsstreifen 5 aufgebracht werden, beispiels- 

einfache und billige Vorgehensweise. weise per Siebdruck. Diese Verbindungsstreifen bestehen 

Werden Sockel auf dem Substratwafer vorgesehen, so 50 beispielsweise aus Sealglas (Glaslot). In einem weiteren 

konnen beim Aufbringen des Kappenwafers auf dem Sub- Schritt werden durch Warmezufuhr 6 die Verbindungsstrei- 
stratwafer die Verbindungsstreifen, beispielsweise Streifen 
aus Sealglas, auf den Sockeln angeordnet werden. Das hat 
einerseits den Vorteil einer FluBbarriere fur die Verbin- 



fen aus Sealglas (Sealglasstreifen) vorgetrocknet (Fig. 1c). 
Fig. Id zeigt, wie Substratwafer und Kappenwafer zueinan- 
der ausgerichtet werden, so daB die Sensorelemente zwi- 



dungsstreifen, die dadurch besser lokal fixiert werden, ande- 55 schen den Sealglasstreifen zum Liegen kommen. Durch 



rerseits ist eine einfachere Priifung der Kavernen auf Dicht- 
heit moglich, beispielsweise bei optischen Lecktestverfah- 
ren im Infraroten, fur die durch die erhohten Kavernenvolu- 
men mehr Gas in den Kavernen zur Verfiigung steht. Ferner 



Druck und Temperatur, die mit der Zeit variieren konnen, 
werden der Kappenwafer 3 und der Substratwafer 1 iiber die 
Sealglasstreifen miteinander verbunden (Bonden, Sealing;' 
Fig. le). Dabei konnen in die entstehenden Kavernen 17 



erzielt man einen groBeren Sicherheitsabstand des Sensor- 60 Gase unter definiertem Druck eingeschlossen werden. Nach 



elements vom Kappenwafer. Die Sensorelemente kontaktie- 
rende Leiterbahnen konnen zudem zwischen den Sockeln 
und dem Substratwafer angeordnet werden. Dadurch.bleibt 
fur das Verkappen eine plane Sockelfiache bestehen, wo- 



dem eben beschriebenen Bondschritt erfolgt, wie in Fig. If 
gezeigt, eine Priifung auf elektrische Funktionstuchtigkeit 
der Sensorelemente bzw. auf Dichtheit der Kavernen. 
Hierzu sind vor dem Aufbringen des Kappenwafers 3 auf 



durch die Dichtheit der Kavernen gut gewahrleistet wird. 65 den Substratwafer 1 Kontaktierungen 16 auf den Substrat- 

Der erhohte Sicherheitsabstand ist auch mit umlaufenden wafer aufgebracht worden, die die Sensorelemente 2 elek- 

Stegen erzielbar, die auf dem Kappenwafer angeordnet sind. trisch kontaktieren. Uber diese Kontaktierungen 16 erfolgt 

Fur die Sockel auf dem Substratwafer wie fiir die Stege auf mittels einer Prufvorrichtung 10 die Priifung der Sensorele- 
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. mente auf elektrische Funktionstuchtigkeit. Diese elektri- Die Sageblattdicke und Kornigkeit des ersten Sageschritts 

sche Pruning kann gleichzeitig zur Priifung der Kavernen muB so gewahlt werden, dafi das Sealglas und der Kappen- 

auf Dichtheit verwendet werden, da sich das Sensorsignal wafer gesagt werden kann. Beim zweiten Schritt kann ent- 

beispielsweise bei Beschleunigungssensorelementen mit der weder ein gleich breites oder ein schmaleres Sageblatt ver- 

Zusammensetzung bzw. dem Druck des in den Kayemen 5 wendet werden. In Summe ergibt sich ein lateraler Platzauf- 

eingeschlossenen Gases verandert. Wahlweise kann die wand fur den Sealglasstreifen zwischen zwei benachbarten 

Dichtheit jedoch auch separat beispielsweise iiber optische Sensorelementen von ca. 275 um pro Chipkante im be- 

Lecktestverfahren, beispielsweise im Infraroten, gepriift! schriebenen Ausfiihrungsbeispiel. 

' werden. SchlieBlich wird der Waferstapel auf eine Folie 12 Der Ausheil-Temperschritt erfolgt bei einer Temperatur 
als Unterlage aufgebracht und mit einer Sagevorrichtung 11 10 zwischen beispielsweise 300 und.400°C. Der genaue Tem- 

zu Sensoren 13 vereinzelt (Fig. lg). Mittels einer Hebevor- peraturwert hangt vom verwendeten Sealglas ab. Bei diesem 

richtung 14 (Fig. lh) erfolgt eine Selektion der im Prufvor- Ausheil-Temperschritt tritt das Wasser aus den Kapillaren 

gang fur gut befundenen Sensoren und ihre Plazierung in ein aus und kleine Risse im Sealglas, die kein Leek fur die be- 

Gehause oder, wie in Fig. lh dargestellt, auf ein Hybridsub- nachbarten Kavernen darstellen, heilen aus. Falls ein RiB je- 
strat 15. 15 doch ein verborgenes Leek darstellt, dann tritt es nach Ent- 

Fig. 2 zeigt einen Waferstapel, bei dem die Sealglasstrei- weichen des Wassers in Erscheinung und kann im Priifvor- 

fen 5 mit einer Breite 21 auf Sockeln 20 des Substratwafers gang entweder iiber das Testen der elektrischen Funktions- 

1 angeordnet sind. Jedes Sensorelement 2 wird von einem tiichtigkeit der Sensorelemente oder iiber sonstige Lecktest- 

eigenen Sealglasstreifen 5 umgeben. Zwischen den Seal- verfahren, beispielsweise optische Verfahren im Infraroten 
glasstreifen 5 benachbarter Sensorelemente ist in der darge- 20 oder Gasdetektion auBerhalb der Kavernen, nachgewiesen 

stellten Anordnung ein Zwischenraum mit einer Ausdeh- werden. 

nung vorgesehen, die sich aus einer Ritzgrabenbreite 22 und Altemativ zu einem Siebdruckverfahren fur das Aufbrin- 
zweimal einem Abstand 23 zusammensetzt. Die Vereinze- gen der Sealglasstreifen kann auch Schablonendruck oder 
lung erfolgt wie vorgehend beschrieben durch Durchsagen aber ein anderes ganzflachiges Beschichtungs verfahren ein- 
des Kappenwafers 3 und des Substratwafers 1 zwischen be- 25 gesetzt werden. Auch unstrukturierte Kappenwafer, d. h. 
nachbarten Sealglasstreifen. Die Sealglasstreifen 5 haben ohne Stege 4, sind in diesem Verfahren verwendbar. Start 
herstellungstechnisch bedingt beispielsweise die Breite 21 Sealglas (frit glass seal) konnen auch andere Materialien 
von 500 um, die im in der Fig. 2 gezeigten Fall der Sockel- eingesetzt werden, die zwei Wafer gasdicht miteinander ver- 
breite entspricht. Zwischen benachbarten Sealglasstreifen binden konnen, beispielsweise Kleber, Thermoplaste, son- 
ist ausreichend Platz vorgesehen, um sagen zu konnen. Da- 30 stige Kunststoffe oder Lote. Es ist auch moglich, einen Kap- 
bei ist die Ritzgrabenbreite 22 vorgesehen mit beispiels- penwafer aus Glas zu verwenden, der anodisch auf den Sok- 
weise 100 pm, sowie beiderseits der Abstand 23 von 2 mal keln des Substratwafers gebondet wird. Dies ist. moglich, da 
75 pm. Nachteilig an diesem Aufbau ist, daB viel Chipfiache Leiterbahnen, die zur Kontaktierung der Sensorelemente 
■ benotigt wird. Zum einen sind zwei Sealglasstreifen zwi- dienen, unterhalb der Sockel verlaufend anordenbar sind, so 
schen benachbarten Sensorelementen vorgesehen, zum an- 35 daB vor einem anodischen Bonden die planen Oberflachen 
deren ein extra Freiraum zum Sagen, charakterisiert durch der Sockel elektrochemisch poliert werden konnen, Prinzi- 
Ritzgrabenbreite 22 und Abstand 23. piell ist das Verfahren auch nicht auf eingebrachte Sensor- 
Fig. 3 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel des erfindungsgema- elemente beschrankt, sondern jegliche Art von "Anord- 
Ben Waferstapels. Im Gegensatz zum Waferstapel nach Fig. nung", die vor mechanischen und/oder thermischen Einfliis- 
2 ist zwischen benachbarten Sensorelementen nur ein Seal- 40 sen geschiitzt werden soil bzw. von einer definierten Gasum- 
glasstreifen angeordnet. Entsprechend befindet sich nur ein gebung umgeben sein soil, kann mit dem beschriebenen 
Sockel zwischen benachbarten Sensorelementen mit einer Verfahren hermetisch abgeschlossen werden. 
neuen Sockelbreite 31, die etwas breiter gewahlt ist als die Fig. 4 zeigt zwei Draufsichten auf erfindungsgemaBe Wa- 
Sockelbreite des Waferstapels nach Fig. 2. Beispielsweise ferstapel. Fig. 4a zeigt eine "normale" Anordnung 40 von 
wird die neue Sockelbreite 31 zu 550 pm gewahlt; sie setzt 45 Senorelementen 2 im Waferstapel. Die Sensorelemente 2 
sich aus zwei Sockelbreiten 33 und einer neuen Ritzgraben- sind dabei gestrichelt eingezeichnet, da sie in der Draufsicht 
breite 32 zusammen, die etwas breiter gewahlt ist als die vom Kappenwafer 3 verdeckt sind. Durch die Kontaktierlo- 
Ritzgrabenbreite 22 aus Fig. 2. Die etwas groBere Breite er- cher 9 ist ein Blick auf den Substratwafer moglich. Jedem 
klart sich dadurch, daB man beim Sagen durch Glas ein brei- Sensorelement sind Kontaktierungen 16 zugeordnet. Die 
teres Sageblatt benotigt, da die schmalen Sageblatter, die fur 50 mit Bezugszeichen 43 versehene Linie markiert den Quer- 
Silizium verwendet werden, ungeeignet sind, da sie sich mit schnitt, der in Fig. 3 dargestellt ist. Fig. 4b zeigt eine "ge- 
Glas zusetzen. spiegelte" Anordnung 41 der Sensorelemente 2 im Wafer- 
Um gegeniiber der Anordnung nach Fig. 2 den Flachen- stapel. Gegeniiber der normalen Anordnung 40 sind bei der 
aufwand fur die Sealglasstreifen und vorgesehene Ritzgra- gespiegelten Anordnung 41 die einzelnen Sensorelemente 
ben zu verringern, ist beim erfindungsgemaBen Waferstapel 55 seitlich versetzt zueinander angeordnet. Es erniedrigt sich 
nach Fig. 3 nur noch ein Sealglasstreifen zwischen benach- die Zahl der notwendigen Kontaktierlocher 9, da sich zwei 
barten Sensorelementen vorgesehen. Durch einen Zwei- Sensorelemente jeweils ein Kontaktierloch 9 teilen. Durch 
schrittsageprozeB kann man die in der Beschreibung zu Fig. die seitlich versetzte Anordnung erhoht sich auBerdem die 
1 erwahnte Testbarkeit des Waferstapels erhalten, indem mechanische Stabilitat des Waferstapels gegeniiber einer 
man zuerst nur den Kappenwafer und die Sealglasstreifen an 60 Anordnung, bei der sich zwar zwei Sensorelemente jeweils 
vorgesehenen Stellen durchsagt, dann die einzelnen Sensor- ein Kontaktierloch teilen, Kontaktierlocher und Sensorele- 
elemente auf elektrische Funktionstuchtigkeit bzw. die Ka- mente aber jeweils genau entlang einer Linie angeordnet 
vemen auf Dichtheit priift und dann mit einem zweiten S a- sind (nicht dargestellt in Fig. 4). 

geschritt die Sensorelemente zu Sensoren vereinzelt. Das Eine Sagelinie 44 beispielsweise in der gespiegelten An- 

Sagen erfolgt unter Wasser. Dabei konnen Haarrisse entste- 65 ordnung nach Fig. 4b verlauft horizontal durch die Mitte des 

hen, die sich mit Wasser fiillen. Solche Beschadigungen im vollstandig eingezeichneten Kontaktierlochs 9 und setzt sich 

Sealglas durch den ersten Sageschritt konnen durch einen entlang eines mit Sealglas aufgefiillten kontaktfreien Be- 

Ausheil-Temperschritt vor dem Priifen ausgeheilt werden. reichs 42a zwischen zwei benachbarten Sensorelementen in 
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der Zeichnung nach rechts hin fort. Eine weitere Sagelinie 
verlauft senkrecht zur Sagelinie 44 mitten durch den kon- 
taktfreien Bereich 42b. 

Die in Fig. 4a und b gezeigten Anordnungen stellen nur 
einen Ausschnitt aus einem Waferstapel mit vielen darin 5 
eingebrachten Sensorelementen dar. So ist in Fig. 4b dem- 
entsprechend bei zwei der drei gezeigten Kontaktierlocher 9 
nur die Halfte dieser Kontaktierlocher dargestellL Bei der 
normalen Anordnung 40 nach Fig. 4a kann an zwei Chip- 
kanten pro Sensorelement die erfindungsgemaBe Sealglas- 10 
streifenanordntmg eingesetzt werden, bei der in Fig. 4b ge- 
zeigten gespiegelten Anordnung 41 jedoch ist sie an drei 
Chipkanten pro Sensorelement einsetzbar. Die Abgrenzung 
eines Sensorelements zum zugeordneten Kontaktierloch ist 
weiterhin mit einem Sealglasstreifen mit einer Breite reali- 15 
siert, die der Sockelbreite 21 aus Fig. 2 entspricht. Bei einer 
gespiegelten Anordnung 41 gemaB Fig. 4b ergibt sich eine 
Chipflachenersparnis von 60% je Waferstapel gegeniiber ei- 
ner Anordnung 40, wenn bei letzterer eine Sealglasstreifen- 
anordnung nach Fig. 2 zugrundegelegt wird. Diese Zahl er- 20 
gibt sich, wenn entlang des Querschnitts 43 in Fig. 4a von 
einer Lange von 2,3 mm pro Sensorelement inklusiver an- 
teiliger Sealglasstreifen ausgegangen wird und senkrecht 
dazu von einem Langenbedarf von 2,8 mm pro Sensorele- 
ment und zugeordnetem Kontaktierloch ausgegangen wird. 25 
Das ergibt in dieser Anordnung einen Flachenbedarf von 
6,44 mm 2 . Demgegeniiber ergibt sich bei einer gespiegelten 
Anordnung nach Fig. 4b mit erfindungsgemaBer Anordnung 
der Sealglasstreifen ein reduzierter Flachenbedarf von 
3,92 mm 2 pro Sensor ((2,3 mm- 30 

2x0,35 mm)x(2,8 mm-0,35 mm) = 3,92 mm 2 ). 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung von Sensoren (13), bei 35 
dem 

- auf einem Substratwafer (1) mindestens zwei 
Sensorelemente (2) angeordnet werden, 

- die Sensorelemente mit elektrischen Kontakten 
versehen werden, 40 

- Kontaktierlocher (9) in einem Kappenwafer (3) 
eingebracht werden, 

- ein Verbindungsmedium in Form von Verbin- 
dungsstreifen auf dem Kappenwafer (3) aufge- 
bracht wird, 45 

- der Kappenwafer auf den Substratwafer (1) auf- 
gebracht wird, 

wobei die Verbindungsstreifen zwischen den Sensor- 
elementen (2) und um die Kontaktierlocher (9) herum 
angeordnet werden und das Verbindungsmedium Ka- 50 
vemen (17), in denen die Sensorelemente jeweils ange- 
ordnet sind, hermetisch dicht abschlieBt, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Verbindungsstreifen so "auf 
dem Kappenwafer angeordnet werden, daB durch das 
Aufbringen des Kappenwafers auf dem. Substratwafer 55 
in Bereichen zwischen zwei auf dem Substratwafer an- 
geordneten Sensorelementen, in denen keine Kontak- 
tierungen (16) angeordnet sind, jeweils genau ein Ver- 
bindungsstreifen angeordnet wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 60 
net, daB nach Aufbringen und Bonden des Kappenwa- 
fers (3) auf dem Substratwafer (1) 

- in einem ersten Sageschritt der Kappenwafer 
und die Verbindungsstreifen durchsagt werden an 
Stellen, die nachher die lateralen AuBenseiten von 65 
Sensoren bilden sollen, 

- in einem weiteren Schritt iiber das mindestens 
eine Kontaktierloch (9) die Sensorelemente auf 



elektrische Funktionsfahigkeit und/oder die Ka- 
vernen auf Dichtheit gepriift werden 
- und in einem zweiten Sageschritt die Sensoren 
vollstandig durch Durchsagen des Substratwafers 
vereinzelt werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB vor dem weiteren Schritt ein Ausheilschritt 
durch Tempern erfolgt. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Sensorelemente 
auf dem Substratwafer zu Paaren angeordnet werden, 
wobei jedem Paar ein Kontaktierloch zugeordnet wird, 
das Zugang gewahrt zu den Kontaktierungen der bei- 
den Sensorelemente des Paars. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB mindestens zwei Paare angeordnet werden und 
daB die Paare seitlich versetzt zueinander angeordnet 
werden. 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB Sockel (20) auf dem 
Substratwafer vorgesehen werden und daB beim Auf- 
bringen des Kappenwafers auf dem Substratwafer die 
Verbindungsstreifen auf den Sockeln angeordnet wer- 
den. 

7. Nicht-vereinzelter Waferstapel mit 

- einem Substratwafer (1) mit 

- mindestens zwei darauf aufgebrachten Sensor- 
elementen (2), 

- einem auf diesen Substratwafer aufgebrachten 
Kappenwafer (3), 

- der mit einem Verbindungsmedium mit dem 
Substratwafer verbunden ist, wobei durch das 
Verbindungsmedium gebildete Verbindungsstrei- 
fen Kavemen (17), in der die Sensorelemente je- 
weils angeordnet sind, hermetisch dicht abschlie- 



3 je einer auBerhalb jeder Kaverne 
angeordneten Kontaktierung (16) zur elektrischen 
Kontaktierung des zugehorigen Sensorelements 
- und mindestens einem Kontaktierloch (9) im 
Kappenwafer auBerhalb der Kavemen, das Zu- 
gang gewahrt zur Kontaktierung, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in Bereichen (42) zwischen zwei auf 
dem Substratwafer (1) aufgebrachten Sensorele- 
menten, in denen keine Kontaktierungen angeord- 
net sind, genau ein Verbindungsstreifen die Ka- 
vemen voneinander trennt. 

8. Waferstapel nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Sensorelemente (2) zu Paaren ange- 
ordnet sind und daB jedem Paar ein Kontaktierloch (9) 
zugeordnet ist, das Zugang gewahrt zu den Kontaktie- 
rungen (16) der beiden Sensorelemente des Paars. 

9. Waferstapel nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Waferstapel mindestens zwei Paare 
aufweist und daB die Paare versetzt zueinander ange- 
ordnet sind. 

10. Waferstapel nach einem der Anspriiche 7 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Kappenwafer (3) Stege 
(4) aufweist. 

11. Waferstapel nach einem der Anspriiche 7 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Substratwafer (1) 
Sockel (20) aufweist. 

12. Waferstapel nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Stege (4) einstiickig aus dem Kappen- 
wafer herausstrukturiert sind. 

13. Waferstapel nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Sockel (20) und die Sensorelemente . 
aus einer auf den Substratwafer aufgebrachten Polysili- 
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ziumschicht heraus strukturiert sind. 
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